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Abstract (Basic) : DD 154652 A 

The elements are esp. integrated solid state circuits, and are 
covered with conductor paths which are pref . made of aluminium. Prior 
to bonding, the surface of the bonding islands in the conductor paths 
are roughened by wet- or plasma chemical- etching to improve their 
bondability. The etchant is pref. an 0.5-30% soln. of hydrofluoric acid 
used for 10 seconds to three minutes to remove a max. thickness of 0.2 
microns from the surface of the bonding islands. After etching, the 
semiconductor wafers are pref. tempered for 20-40 minutes at 100-300 
deg . C . 

The mechanical strength of the bonds is increased by an inexpensive 
etching process, and the number of defective bonds is reduced. 
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Titel der Erfindung 

Verfahren zum Thermokompressionsbonden von Halbleiterbauele- 
menten, insbesondere integrierten Pestkbrperschaltkreisen 
Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur planartechnolo- 
giochen HerBtellung von Halbleiterbauelenenten, insbesondere 
von integrierten Pestkbrperschaltkreisen, deren Kontak- 
tierung nach dem Thermokompressionsverf ahren erfolgt. Sie 
wird in der Halbleitertechnik, insbesondere bci integrier- 
ten Schaltkreisen angewendet. 

Charakteristik der bekannten technischen Lbsungen 
E8 ist bereits bekannt, zur planartechnologischen Herstel- 
lung von Halbleiterbauelementen und integrierten Pestkbrper- 
schaltkreisen das Verfahren der Thermokompression anzuv/en- 
den. Es dient der Realisierung der elektrioch leitenden Ver- 
bindungen zwischen den inneren Kontaktstellen auf dem Bau- 
elementechip (Bondinsel) und den aufieren Kontaktstellen auf 
dem Tragerelement bzw. Tragerstreif en. Dabei wird mittels 
einer Sonde das Ende eines diinnen Metallfadens d. h, Borid- 
drahtes auf die Bondinsel aufgelegt oder aufgesetzt, worauf 
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dcr Bonddraht aittels der-sclben oder einer zv/eiten oonde 
unter Ilitzeeinv/irkung an die Bondinsel angepreCt wird. Es 
cntsteht so einc nechanisch haltbarej elektrisch leitendc 
Yerbindung s-vischen Bonddraht und Lcitbahnnetull . Durch Ein- 
v/irkung von Ultraschall anstelle der Hitzeeimvirkung oder 
auch zusiitslich kann die Bondfahigkeit wahrend des Andruck- 
vorganges verbessert v/erden. 

Im technologischen ProzeB deB Bondeno groBer Stuckzahlcn 
von Bauelementen entsteht, bedingt durch bestiromte Abwei- 
cbungen von den Horaibedingungen, ein gewisser Prozentsatz 
von Fehlbondungen. Solch-e Abweichungcn kunnen zuin Beispicl 
Verlindcrungen der Oberf lacheneigcnscbaf ten des Leitbahnrae- 
talls oder des Bonddrahtes sein. Die Polge ist ein Absinken 
der Gutausbeute an Bauelenentcn und einc verringertc mecba- 
nische Belastbarkeit der Bond3tellen. 

Zur Verbecserung dcr Bondbarkeit und Erhbhung dcr Gutausbeu 
te ist ferner ein Verfahren bokannt, bei dem die Leitbahn- 
mctalloberflache mit einer diinnen Goldcchicht unter Einwir- 
kung vcn Ultraschall und Druck versehen wird, v/ie cs z. B. 
in der. V.'irtschaf tspatent 72 070 beschrieben ist. 
Dieses Ve-rf ahren ist jedoch aufv/endig und vot a]lcrn dure}) 
die Verwcndung von Gold zu teuer. 

Ziel der Erfindung 

Day Ziel der Erfindung be stent darin, die median 1 sche Halt- 
barkeit der Bondstcllen auf dem Bauelenentechip okonomisch 
effektiv zu verbessern, die Zahl der Fehlbondungen zu sen- 
ken und damit die Gutausbeute an Bauelementen zu s'texgern. 
Darlegung des Wesens der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Bondbarkeit zwischen 
Leitbabnnetall und Bonddraht ira Thermokompressionsprozeft zu 
verbessern. 

Eo v/urde gefunden, daD ein Aufrauhen der Oberflciche des 
Leitbahnaetalls vor den Thcrmokompressionsbonden zu einer 
wesentlichen Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit 
der Bondstelle sov/ie zur Verringerung des Anteils an Pehl- 
bondungen iuhrt. Insbesondere wird als Leitbahmnctall Alu- 
minium verv/endet. Das Aufrauhen erfoDgt unmittelbar nach de 
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Alurainiurabedarapfung durch einen naBchemischen Uberatzscbritt 
in emer 0,5- 30&igen,PluBsaurelb'sung. Die Atzzeit betragt 
10 Selcunden bis 3 Minuten. Nach dem Spulen in entionisier- 
tem Y/aBser erf olgt eine 20- 40 miniitige Temperaturbehana- 
lung bei 100- 300°C, Der Atzabtrag des Uberatzschrittes be- 
tragt weniger ale 0,2 ^urn. 

Nach dem Oberatzen und Tewpern der Halbleiterscheiben folgt 
die an Bich bekannte f otolith ografische Strukturierung des 
Leitbahnmusters auf der Halbleiterscheibe. AnschlieBend 
wird eine Passivierungsschicht , vorzugsweise Siliziumdioxid, 
aufgebracht, die auf den Bondinseln f otolithograf isch ent- 
fernt wird. Die Scheiben werden nun vereinzelt, worauf die 
Einzelchips auf einera Tragerstreifen befestigt und gebondet 
werden. 

Ausfiihrungsbeispiel 

Die Erfindung soil nachstehend an einem Ausfiihrungobeiepiel 
erlautert werden: 

Eine Siliziumscheibe mit etv/a 500 planartechnologisch er- 
zeugten Einzelchips wird nach dem f otolithograf ischen 6ff- 
nen der Kontaktfenster mit einer ca. 1,4 yum dicken Alumi- 
niunschicht bedampft. Nach dem Bedampfen wird die Scheibe 
in eine etwa 10&ige Flufisaurelosung eingetaucht und dort 
ca« 10 Sekunden lang belassen. Der Atzabtrag betragt dann 
etwa 0,2 ^um. Die Scheibe wird anschlieBend in entionisier- 
tem Y.'asser geepiilt, getrocknet und ca. 30 min lang bei et- 
v/a 200°C temperaturbehandelt. Hierauf wird die Scheibe nach 
dem an sich bekannten f otolithograf i3chen Verfahren mit Po- 
tolack beschichtet, durch eine geeignete Schablone hindurch 
belichtet, entwickelt und in einem der bekannten Aluminium- 
atzmittel geatzt. Die nicht lackmaskierten Bereiche des Alu- 
miniums v/erden dabei herausgeatzt . Es bleiben das gewunsch- 
te Leitbahnmuster sovfie die Bondinseln zuruck. Nach dem Ent- 
fernen der Lackhaftmaske wird auf die Scheibe eine etwa 
0,5 yum dicke Siliziumdioxidschicht aufgebracht, in der in 
einem zweiten f otolithograf ischen Prozefi die Bondinselbe- 
reiche freigelegt werden. 
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Die. Scheibe ist nunnehr von Siliziumdioxid bedeclct, das le- 
diglich die Bondinsel fiir den nachf olgenden BondprozeG ii-ei- 
la£t. Die Scheibe wird nua nach den bekennten Vcrfahren gc- 
ritst und gebrochen, worauf die jetzt einzeln vorliegcndcn 
500 Chips auf Tra'seratreifen befestigt werden. 
. Danach erfolgt die Bondunc, d. h. dao Anbringcn der Bond- 
drahte an den einselnen Bondinseln, nach den Thermokompres- 
sionsverfahren und das Vers chwei Ben der Bonddrahtc an den 
Kontaktstellen des Traserstreif ens. 



mi 



2'2 5 3 6 6 

Erf indungsanspruch 



5 



1. Verfahren zun Thermokompressionsbondcn von Halbleiter- 
bauelementen, insbesondere integrierten Festkbrper- 
schaltkreisen, gekennzeichnet dadurch, daB die Ober- 
flache der Bondbereiche des Leitbahnrae tails, zur Ver- 
besserung der Bondbarkeit, vor dem BondprozeB durch 
ein nafl- oder plasmachemisches Atzverfahren aufgerauht 
iet. 

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daB das 
Leitbahnmetall bevorzugt aus Aluminium besteht. 

3. Verfahren nach Punkt T, gekennzeichnet dadurch, daB als 
Atzmittel eine 0,5- 30%ige FluBsaurclbsung verwendet 
v/ird • 

4. Verfahren nach Punkt 3, gekennzeichnet dadurch, daB die 
Dauer der Behandlung 10 Sekunden bis 3 Minuten betragt. 

5. Verfahren nach Punkt 4, gekennzeichnet dadurch, daB die 
Halbleiterscheiben mit dem Leitmetall nach dem tJbcr- 
atzen etv/a 20- 40 min lang bei 100- 300°C temperaturbe- 
handelt werden. 

6. Verfahren nach Punkt 4, gekennzeichnet dadurch, daB der 

Abtrag beim Atzen 0,2/um nicht uberschreitet . 



